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ETAJE  DE  AMPLIFICARE  CU  TB  ŞI  TEC - MOS
Partea I: regimul static

1. Determinarea parametrilor statici ai TB (UD , () şi PSF

Se reglează alimentarea U = 15,6V, pentru a ţine cont de căderea de tensiune pe VD1, deci rezultă Ec=15V, sau se măsoară Ec=15V pentru varianta cu sursă internă alimentată la reţea.
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Se măsoară (URE (căderea de tensiune pe RE): (URE =. . . V

IC 
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. Se observă influenţa aparatului de măsura asupra PSF, măsurându-se şi 
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. Se verifică această condiţie, şi dacă nu este îndeplinită, ce concluzii se pot trage asupra stabilităţii montajului ?
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2. Determinarea parametrilor de semnal mic ai TB (
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3. Determinarea parametrilor statici ai TEC – MOS -ului (
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3.1. Canal n iniţial

- caracteristicile de ieşire                                               - caracteristica de transfer                
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A - Regim de îmbogăţire; 

B - Regim de sărăcire;

Se execută următoarele montaje:
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Observaţie:  Rezistenţele desenate punctat nu au influenţă asupra montajului respectiv; ele sunt elemente montate pentru protecţie. Exemplu:     RG1<<RG2  şi  RP<<RD
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3.1.3
OBS:  În regim de îmbogăţire 
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3.1.4                              Schema platformei de laborator:
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Se poate folosi şi TEC-J canal n (BFW 10…13, 2N4091…4093, BF245, BF256)
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ETAJE  DE  AMPLIFICARE  CU  TB  ŞI  TEC - MOS
Partea a II – a: regimul dinamic

5. Studierea etajului EC (Au, Rin, Ries) în două situaţii:

5.1. RE decuplată (cu C5); Rvar1 sau Rvar2 = R în decade.
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Fig.11

Se măsoară uies (fără distorsiuni de la saturaţie sau tăiere), aplicând la intrare un semnal sinusoidal: uies =............; uin=...........(1..10kHz)
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 gm calculat la punctul 2.

Se verifică 
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 măsurând căderea de tensiune pe RC,
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Am presupus Rintrare  o.c.              
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  Rin = Rb || Rint  
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 Rint = rbe.

Se măsoară Rin (=rbe calculată la punctul 2), intercalând Rvar1, care se măreşte până când uies devine jumătate din valoarea iniţială.

În acel moment Rvar1=rbe =.............. Se compară cu valoarea calculată la punctul 2. Similar pentru Ries (=RC || ries TB 
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 RC , dacă presupunem ries TB             
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): se conectează 

Rvar2 în paralel cu RC . Se micşorează Rvar2 până când uies devine jumătate din valoarea iniţială. În acel moment Rvar2=Ries=.............

Se compară cu valoarea lui RC. Se verifică condiţia de decuplare: la frecvenţa de lucru minimă C5 trebuie să fie scurtcircuitat, adică:
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Se determină banda de frecventă a amplificatorului B=fmax-fmin.
Frecvenţele fmax şi fmin sunt frecvenţele la care amplificarea este mai mică (Afmin = Afmax =

A(la mijloc de bandă) / 
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) cu 3dB faţă de amplificarea la mijloc de bandă. Se urmăreşte influenta asupra lui fmin a lui C5, prin schimbarea lui cu C6 şi C7. Dacă ug are rezistenţa internă mare trebuie ca 
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5.2. RE  nedecuplată (cu C5) în schema din figura 10
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Se măsoară Au şi Rin şi se verifică
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6. Studierea etajului c.c. (repetor pe emitor)

Prezenţa lui RC nu influenţează cu nimic conexiunea c.c. a montajului. Se măsoară Au, Rin, Ries, şi se vor verifica cu cele calculate. Rin = de la punctul 5.2. Nu este nevoie să se verifice valoarea lui C5, în cazul măsurării Au, dar apare necesitatea ca 
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Fig. 14
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în cazul măsurării Ries astfel: 

               

       C3
    RB1 
        RC


Ries=
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    cunoscută 
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Ca ordin de mărime, Rvar se alege de acelaşi ordin ca Ries (10...100(). Se determină banda de frecvenţă.

7. Studierea etajului BC

Se măsoară Au, Rin, Ries (=Rc).

Se verifică 
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Fig. 17

Se observă că 
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. Se determină banda de frecvenţă.
8. Studierea etajului cu sarcină distribuită (
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9.Studierea etajului sursă comună

9.1. TEC-MOS cu canal iniţial cu regim de sărăcire (sau TEC-J)
                              +ED       

                                     RD                           
 
                          C2
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      RG1
                                          vE                                                       g



       VT1                       Uies           

     C1                                            +     C7                                                                                            ugs            gm ugs    RD    Uies
  ~  ug
     RG2    
              Rs

                                  ug              RG1                           
             Fig. 19                                                                   Fig. 20

Se măsoară Rin, Ries, Au şi se calculează gm= - Au / RD  = .........…… Se verifică Rin =RG1,

Ries = RD. Se compară gm măsurată experimental cu cea calculată cu relaţia (valabilă la TEC-MOS canal iniţial şi la TEC-j):    
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. Dacă gm < 1 mA/V, TEC-MOS-ul poate fi folosit ca amplificator, luându-se măsuri ca: mărirea ED sau RD, deci micşorarea lui ID.

RS decuplată (cu C7): C7 constituie un scurtcircuit pentru semnal, ca să nu se micşoreze amplificarea datorită lui Rs. Se verifică: 1/(C7 <<Rs; se măsoară banda de frecvenţă. Se observă influenţa lui C7 asupra lui fmin. 
9.2. Rs nedecuplată (fără C7)
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, deci nu  în prezentul montaj). Pentru gm < 1mA/V nu se recomandă folosirea lui VT1 ca amplificator.

10. Structura etajelor: drenă comună, grilă comună, cu sarcină distribuită (facultativ)

11. Etaje cuplate

11.1. Cuplajul direct 
          Se urmăreşte păstrarea aceluiaşi PSF pentru ca să fie valabile calculele de la punctele anterioare. În montajele reale nu mai este nevoie de RB1 şi RB2.

Dacă se încearcă cuplaj direct între VT1 în regim de sărăcire şi VT2, rezistoarele din schemă sunt astfel alese ca VT2 să fie saturat, deci nu se va putea folosi ca amplificator. Soluţia este cuplajul RC între VT1 şi VT2.

11.2. Cuplajul RC
PSF pentru VT1 şi VT2 sunt independente. Se cuplează schema din 9.2.1 (Rs decuplată cu C7) cu schema 5.1 (RE decuplată cu C5). Se compară amplificarea cu cea de la etajele cu cate un singur tranzistor. Se urmăreşte influenţa C2 sau C3 (la cuplare se foloseşte doar unul dintre ele)  asupra amplificării şi a benzii de frecvenţă a amplificatorului.
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Montajul prezintă Rin foarte mare şi Au destul de mare. Se măsoară Rin, Ries, Aug, Aug1, Au2.
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EMBED Equation.3[image: image57.wmf]);
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Se observă că VT1 are o amplificare foarte mică (chiar atenuare), din cauză că rbe || RD  este mică, ca şi gm1 de altfel.
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Se determină IDSS (sub rezerva verificării condiţiei de saturaţie după determinarea Up), �EMBED Equation.3���. Pentru UGS=0 se măsoară 


               UDS=…


               UDS<ED,     cãci �EMBED Equation.3���


               �EMBED Equation.3���


Acesta este considerat corect doar dacă este îndeplinită condiţia de saturaţie:


    UDS>UDSSat=UGS-UP


care se va verifica după determinarea lui �EMBED Equation.3���.
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VT1





RG2
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Se determină �EMBED Equation.3���. Se negativează grila cu sursa    de tensiune �EMBED Equation.3���, variabilă de la 0V până la o valoare pentru care �EMBED Equation.3��� scade la 0 mA, deci 


ID=0; UDS ( ED; deci UP= -EG=…V 


Obs: În practică se scade �EMBED Equation.3��� la o valoare foarte mică (0,1mA) şi rezultă 


        �EMBED Equation.3���


Se verifică dacă �EMBED Equation.3��� a fost determinat corect. Dacă nu, se măsoară �EMBED Equation.3��� real cu ampermetrul peste�EMBED Equation.3���. Tec-MOS-ul nu se defectează deoarece este generator de curent. Se mai poate micşora �EMBED Equation.3��� sau mari �EMBED Equation.3���.
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Verificarea �EMBED Equation.3��� în regim de sărăcire.


Se polarizează VT1 în regim de sărăcire (schema de negativare automată a grilei ca la triodă şi TEC-J). 


Se măsoară căderea de tensiune pe �EMBED Equation.3��� rezultă �EMBED Equation.3��� ;�EMBED Equation.3���


Se neglijează căderea de tensiune pe RG2.


� EMBED Equation.3  ���


(�EMBED Equation.3��� căci �EMBED Equation.3���) şi rezultă: �EMBED Equation.3���


�EMBED Equation.3��� �EMBED Equation.3��� 


Se alege �EMBED Equation.3���  negativ , �EMBED Equation.3��� = .....


Se verifică condiţia de saturaţie �EMBED Equation.3���


Up se compară cu valoarea de la punctul 3.1.2.
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Up1 = calculat în regim de


            îmbogăţire; 


Up2 = real.
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